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摘要(译)

气相沉积设备被配置为通过电磁体吸引气相沉积掩模。 电磁体包括：第
一电磁体，用于在第一方向上产生磁场；第二电磁体，用于在第二方向
上产生磁场，第二方向与第一方向相反。 结果，通过在接通电流的同时
操作第一和第二电磁体来减弱所产生的磁场，并且随后可以通过关闭第
二电磁体来获得期望的磁场。 结果，减小了电磁感应的影响，减少了在
基板上形成的用于气相沉积的元件等的故障以及元件的性能下降。 同
时，通过在电流接通之后关闭第二电磁体的操作，可以获得法向吸引
力。
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